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【はじめに】次世代パワーデバイス用材料として期待されている GaN は、バルク基板を用いた縦型パ

ワーデバイスに関する研究が盛んに行われている。縦型素子の高耐圧化、低抵抗化に向けては結晶中

の不純物濃度の低減や低濃度なドーピング濃度の制御が重要である。我々のグループではこれまでパ

ルススパッタ堆積(PSD)法を用いて、室温電子移動度 1008 cm2V-1s-1を有する低濃度 n 型 GaN 薄膜の作

製が可能であることを示した[1]。本手法を用いると、このような低濃度 n 型 GaN を大面積に高成長レ

ートで製膜することが期待でき、縦型 GaN 系素子作製手法として有望であると考えられる。そこで本

研究では、PSD 法により成長した Si ドーピング n 型 GaN 薄膜を用いた縦型ショットキーダイオードを

作製し、その物性評価を行うことを目的として実験を行った。 

【実験方法】PSD 法を用いて n 型 GaN(0001)基板([Si] = 2×1018 cm-3)上に Si ドープ GaN 薄膜([Si] = 4×

1016~1×1017 cm-3)を成長した。この薄膜の表面にショットキー電極として Ni/Au を、裏面オーミック電

極として Ti/Al/Ti/Au を蒸着し、縦型ショットキーダイオードを作製した。 

【結果と考察】作製したショットキーダイオード([Si] = 4×1016 cm-3)の電気特性の評価の一例を以下に

示す。図 1 から得られた順方向電流に熱電子放出モデル[2]を用いてフィッティングを行ったところ、

フィッティング結果もよく一致しており、障壁高さ(ΦIV)が 0.87 eV、理想係数が 1 に近い値(n = 1.03)

が得られた。この結果は過去の報告値[2]ともよく一致している。また、図 2 に示す容量-電圧測定の結

果から拡散電位の値が 0.72 V、ドナー密度[Nd]は 1.2×1016 cm-3であることがわかり、得られた拡散電

位とドナー密度から計算された[3]障壁高さ(ΦCV)が 0.86 eV であり、順方向電流から得られた値とほぼ

一致している。これらの結果から、PSD 法で成長した GaN に良質なショットキーダイオードが作製で

きることがわかった。 
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Fig.1 I-V characteristic of GaN Schottky diode 
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Fig.2 C-V characteristic of GaN Schottky diode 
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